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1. Особливості радіаційного дефектоутворення при високотемпературному електронному опроміненні
монокристалічного кремнію

2. Peculiarities of Radiation Defect Formation in Silicon Single Crystals under Electron Irradiation at High-
Temperature

Реферат:
1. Досліджено залежність кінетики утворення радіаційних дефектів (РД) в n?Si при опроміненні 1 МеВ
електронами в діапазоні 100-633 К від температури зразків. Експериментально показано можливість
накопичення вторинних РД при температурах вищих температури повного відпалу. Показано, що радіація
здатна прискорювати відпал VO комплексів внаслідок іонізації кристала. Експериментально встановлено та
проаналізовано характер температурної залежності ефективності генерації вільних вакансій в інтервалі
температур від 125 до 630 К при електронному опроміненні n-Si. Він пояснений за допомогою додаткового
гальмування вибитих "гарячих" атомів внаслідок взаємодії з акустичними та оптичними фононами.
Експериментально встановлено, що причиною "негативного" відпалу часу життя нерівноважних носіїв
заряду є утворення комплексу V2O.



2. The temperature dependence (in range 100-633 K) of the kinetics of radiation defects (RD) creation in n-Si
crystals under 1-MeV electron irradiation has been studied. Possibility of secondary RD accumulation at
temperatures above the temperature of their full annealing is shown experimentally. Radiation stimulated
annealing of vacancy-oxygen complexes due to crystal ionization is shown. The temperature dependence (in range
125-630 K) of the efficiency of free vacancies generation has been experimentally obtained and analyzed in n-Si
under electron irradiation. The interaction of "hot" atoms and phonons is proposed to be a mechanism of the
temperature influence on the efficiency of free vacancies generation. It is shown experimentally, that the
formation of V2O complexes is responsible for the effect of "negative" annealing of nonequilibrium charge carriers
lifetime.
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